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EFICIENCIA DO ETCHING EX SITU COM EFEITO DE CATODO OCO VISANDO A
ADESAO DE FILMES FINOS EM TITANIO

Carina Santini Adamatti (PIBIC-CNPq), Cesar Aguzzoli (Orientador(a))

A deposicao de filmes finos vem sendo extensamente utilizada na melhoria das propriedades de diversos
materiais da indUstria biomédica, sejam elas propriedades mecanicas, fisico-quimicas, 6pticas,
triboldgicas, entre outras. Para sua aplicacdo na industria é imprescindivel que estes filmes possuam uma
adesao satisfatéria ao substrato e para isso faz-se necessdrio conhecer as caracteristicas fisico-quimicas
da matriz de deposicdao. Impurezas na superficie, camadas de contaminacdo e de passivacao
representam os principais problemas para a boa interacdo quimica entre substrato e revestimento. Desta
forma o etching é utilizado como pré-tratamento, tendo como propdsito a remogcao das camadas de
O6xidos e contaminantes. No presente trabalho foi analisada a eficiéncia do etching de hidrogénio e
argonio em substrato de titdnio metdlico (material amplamente utilizado na indlstria de implantes
biomédicos) cortados na forma retangular, medindo 17mm x 23mm e 0,3mm de espessura. Realizou-se
um planejamento do tipo composto central rotacional (DCCR) para a determinacao das condicdes étimas
de etching por plasma com efeito de cdtodo oco, variando a concentracdo da mistura gasosa (H, e Ar),
tempo (min) e poténcia (W) utilizando uma fonte de radiofrequéncia (RF). As amostras foram
caracterizadas por angulo de contato e perfilometria, buscando superficie mais hidrofilicas e com maior
rugosidade, caracteristicas que melhoram a adesao de filmes finos, tais como o da hidroxiapatita a qual
melhora a interacdo com meios bioldgicos. Apds as analises realizadas foi constatada a efetividade do
tratamento na modificacdo da superficie das amostras tornando seus parametros de molhabilidade e
rugosidade mais adequados para uma adesdo satisfatéria de filmes finos.
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